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“JJJ ZADANIA LAB

1. Adaptacja pomieszczen oraz zakup i montaz mebli

laboratoryjnych

Catkowita kwota — 314.984,61 zt
Okres realizacji 01.01.2010 - 31.12.2010
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JJJ Adaptacja pomieszczen oraz zakup i montaz LHB

AGH mebli laboratoryjnych
p. 3081212 p. 309
laboratorium charakteryzaciji elektrycznej i pokoj dla pracownikdw

magnetycznej nanostruktur spintronicznych
w warunkach dynamicznych

Catkowita kwota — 314.984,61 zi
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&&m uJ ZADANIA LAR

2. Laboratorium charakteryzacji elektrycznej i magnetycznej
nanostruktur spintronicznych w warunkach dynamicznych

Catkowita kwota — 2.208.118,00 zt
Okres realizacji 01.01.2010 - 30.06.2012
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ll\ Jﬂ Multilayer pillar LAB

« MTJ stack sputtering deposited in Singulus
MgO wedge thickness: 0.6 nm up to 1nm

(slope 0.017 nm/cm)

< FL

%+ RL

< PL
< AF

MBE pillar prof. J.Korecki Fe/MgO/Fe

Nanopillars

Si/SiO,
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I

Laboratorium charakteryzacji elektrycznej i LH
AGH mMmagnetyczne] nanostruktur spintronicznych w

warunkach dynamicznych
W ramach zadania zostata zakupiona nastepujaca aparatura:
Zestaw urzadzen do dynamicznych pomiarow czasowo-rozdzielczych

oscyloskop 20 GHz, generator sygnatowy i impulsowy, generator pikosekundowy - 1.6 GHz
analizator widma - DC - 8GHz
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Laboratorium charakteryzacji elektryczneji  |QS
AGH Mmagnetycznej nanostruktur spintronicznych w
warunkach dynamicznych

Chtodziarka helowa (z
zamknietym obiegiem helu)
podtgczona do uktadu
pomiarowego z kriostatem

* kriostat,
*4 sondy DC, 2 RF (<40GHz)
» Pole magnetyczne +/-0.55 T 1
« Zakres temperaturowy 12 — 475 K

do uktadu pomiarowego do chtodziarki helowej
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PIMM

Pulse inductive microwave magnetometer

by
()
I =

2 = t_ 2 n m H=-500e Power Power
B supply [ —  supply
. W'A- - Bias Reference
2 %
L Pulse )
— generator
—_ 2 =0
é i é H=00e
% o JW
g o Sampling
= r oscilloscope

- ﬁw\k"'
1= g F = 50 Oe

A R S N B o
! 2 Time{ns)ﬁ 4 5
S = 85 um
. 35 [ P
o experniment ”; a0 L o AP G =100 um
I fit =1 o
b m 25 L
5 N =20 o
— T 15L o - o 9 g a
2 | C 1 ] 1 ] 1 ] 1
' I . L L L . 0.6 0.7 0.5 0.9
-200 0 200 MgO thickness (nm)
Field (Oe) ' Figure 55: CPW design for the PIMM

setup.

SPINLAB, Warszawa IF PAN, 4 grudzien 2012 8/31



“ Katedra Elektroniki, Akademia Gorniczo-Hutnicza Spin k )
JJJ Magneto-transport measurement setup (pillars) LAB

I

AGH
— o ) BTN I I Mozliwosci pomiarowe:
i - A— —- « Pomiar rezystancji od pola
magnetycznego,

* prad-napiecie,

* Dynamiczna konduktancja,
 Spin torque (diode, oscillators),
« Czutos¢ czujnikow,

« Szumy niskich czestotliwosci.

Integrated Power 0.4 nW

T T T
DC current
0.1 MA
m—_0.5 MA
— -] MA
m—-].5 mA
m—_].7 MA
m—-1.8 MA

-
o
L1

* Pole magnetyczne +/-0.8 T
» Czestotliwos¢ DC — 20 GHZ
* Rozdzielczos¢ optyczna < 5 um

W. Skowroniski, T.Stobiecki et al. Appl. Phys. Express 5,(2012) 063005

Power (nV/Hz"®)
N A O ®

1,0 15 2,0 25
Frequency (GHz)
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| LAR

l l

AGH Lodein/ N o CIMSand STT diode effect
— DAC urcemeter PC with a dedicated software
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FIG. 1: ST-FMR spectra measured with different external
magnetic field applied.
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Figure 57: The schematics of the noise
measurement setup.
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M Laboratorium charakteryzacji elektrycznej i LHB
AGH magnetycznej nanostruktur spintronicznych w

warunkach dynamicznych
Klaster obliczeniowy ,,Layer”

« Lokalizacja: AGH budynek C-3
sala 303

« trzy wezty obliczeniowe
wyposazone W procesory
czterordzeniowe 2.26GHz i 16GB
RAM kazdy

e pracaw trybie serwera, system
zasilania awaryjnego

* mozliwos¢ wykonywania
programow na kazdym wezle
niezaleznie

klimatyzator
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Micromagnetic simulation (OOMMF)

LAB

AGH Przyktad pracy klastra - symulacja dziatania urzadzen elektroniki spinowej
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ZADANIA LA
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3. Laboratorium badan strukturalnych SPM-XRD

Catkowita kwota — 1.730.942,79 z}
Okres realizacji 01.01.2010 - 30.06.2012
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Laboratorium badan strukturalnych SPM-XRD | A3

AGH Wyposazenie 2.Blok optyki wtérnej z programowang
szczeling odbiorczg

m JJJ Katedra Elektroniki, Akademia Gorniczo-Hutnicza SpinL’

1.Ceramiczna lampa | 7 ’

N

// - ¢
4.Zwierciadto (lustro) | - - \\

wielowarstwowe dla - N \‘L’ 3.Otwarte koto Eulera z translacjg Z,

lampy Cu w systemie = : . C o
X'Pert MPD ze sterowaniem katoéw Phi, Psi

/-

Figura
biegunowa

80
0
40
20
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Laboratorium badan strukturalnych SPM-XRD LﬂB

I

AGH
Oprogramowanie

1. X’Pert Data Collector — program sterujacy dyfraktometrem do zbierania i akwizycji
danych + ptyta sterujgca do dyfraktometru X’Pert

2. X'Pert Data Viewer — program do przegladania i prezentacji danych pomiarowych
3. X'Pert HighScore — program do analizy fazowej

4. X'Pert Stress — program do analizy naprezen
Wyposazenie

1. Ceramiczna lampa Cu do dyfraktometru
2. Blok optyki wtornej z programowang szczeling odbiorczg
3. Otwarte koto Eulera z translacjg Z, ze sterowaniem katéw Phi, Psi

4. Zwierciadto (lustro) wielowarstwowe dla lampy Cu w systemie X'Pert MPD
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Laboratorium badan strukturalnych SPM-XRD | A3

“ Katedra Elektroniki, Akademia Gorniczo-Hutnicza
J. Kanak, W. Powroznik
AGH

XRD - 6-20 . XRR
—~ '4

Dyfraktometr X' Pert MPD: 3 - gg iS\;iewygrzana % 107 o pomiar

* Reflektometria & % §  —wygrzana@340°% 8 . symulacja

- analiza fazowa, 'GE) < a1 S 10

- Naprezenia, SRR S 10°

* Tekstura (figury o 5 N

biegunowe). (ZU 3 'GEJ 10"
Komora wysokotemperaturowa ‘o, g
(300K — 1200K). 9 — 10" W NIRRT
EDX-XRF. ————— S
= 30 40 50 6070 8 <

2 0 (deg)
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CoFeB TOP EB-SV
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w
3
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Figura biegunowa
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20
XRD
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Laboratorium badan strukturalnych SPM-XRD LﬂB

by ——
()
I =

Mikroskop
SPM

* MFM (pole magnetyczne
prostopadte i w ptaszczyznie),
* SRI (Conductive-AFM),
* STM,
| » obrazowanie fazowe,
* KPM,
* Piezo Response,
* LFM,
* Nanolitografia,
* FMM,
* EFM.
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M JJJ Katedra Elektroniki, Akademia Gorniczo-Hutnicza
A

ACMIN AGH
GH

« System do nanolitografii Raith eLine plus

« Trawienie jonowe + nanoszenie warstw R&R
lonSys500

e Cleanroom klasy ISO5, ISO7

i S —— — - —
Wymiary w przekroju: 5/min. 490/5/80/ 35/ min. 530/ 35/80 cm

w2 G /08y U /G /08T WO/ 0S / 0ES UIw /G /08 :nfoyezid m LiejuAm

\

Wymiary w przekroju: 80/ 35/ min. 480 /35/80 cm
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